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磁性金属と絶縁との界面では原子軌道の縮退が解けるため、バルクと異なる磁気的性質を示す。

特に界面での低対称性に由来する軌道磁気モーメント[1]、電気四極子に由来する磁気双極子 Tz

項[2]は垂直磁気異方性及び垂直磁気異方性の外部電圧制御と密接な関係がある[3,4]。垂直磁気異

方性は微細な磁気セルの熱安定性を担保するために、垂直磁気異方性の電圧制御は電気的な磁化

制御を行うためのスピントルクとして重要であるため、これらは磁気メモリ開発の観点から精力

的に研究されてきた。 

本講演ではスピントロニクス材料研究の新潮流として、金属/MgO界面に様々な材料を１原子層

（１分子層）挿入した擬二次元系の研究を紹介する(Fig. 1)。具体的には Fe/MgO界面に Pt・Pd・

Irを 1原子層挿入した系の電圧誘起磁気異方性変化、Fe/MgO界面に Co-フタロシアニンを 1分子

層挿入した系の磁気異方性、Pt/MgO界面に Fe-フタロ

シアニンを 1 分子層挿入した系の磁気抵抗効果、

Cu/MgO界面にPb-フタロシアニンを 1分子層挿入した

系の Edelshtein効果等を紹介する。 
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Fig. 1 Psudo-2D system. 
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